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 論文審査結果の要旨
 SGT(SurroundingG&teTransistor)は、ゲートがシリコン柱を取り囲む構造で
 あり、従来の平面型MOSトランジスタの微細化の限界を打ち破る有望な候補であ
 る。SGTの移動度が平面型MOSトランジスタより向上することを明らかにする
 ことは、SGTの実用化のための大きな課題であった。著者はこの課題を克服する
 ため、SGTの移動度に関して理論的な研究を行った。本論文はこれらの成果をま
 とめたものであり、全文5章よりなる。
 第1章は序論である。
 第2章では、SGTの強反転層における電子移動度の増加を、クーロン散乱が無
 視できる条件において理論的に明らかにしている。SGTは、シリコン柱の中心ま
 で空乏層が伸び、半径以上空乏層が延びないため、平面型MOSトランジスタと比
 べて単位ゲート面積あたりの空乏層内の不純物による電荷密度が小さくなり、同
 一の反転電荷を誘起させたとき、SGTの実効垂直電界が緩和し、電子移動度が増
 加することを示した。これは、SGTの電子移動度増加のメカニズムを初めて明ら
 かにしたものであり極めて重要な成果である。
 第3章では、SGTの移動度のクーロン散乱の影響を理論的に明らかにしている。
 SGTは、シリコン柱直径を細くすると、シリコン柱内部に存在する不純物イオン
 の数が減少し、不純物イオンによるクーロン散乱の影響が小さくなることを明ら
 かにした。基板不純物密度1×m17cmロ3以下のSGTでは、シリコン柱直径を100nm
 以下にすることによって、クーロン散乱の影響を無視できることを理論的に示し
 た。これは、SGTでは実効垂直電界を緩和することにより移動度が増加すること
 を明らかにした極めて重要な成果である。
 第4章では、SGTのドレイン電流と平面型MOSトランジスタのドレイン電流
 を比較している。電子移動度が増加するため、SGTのドレイン電流が平面型MOS
 トランジスタのドレイン電流と比較して67.4%増加することを示した。SGTが将
 来の大規模回路を構成するトランジスタとして極めて有望な候補であることを示
 した重要な成果である。
 第5章は結論である。
 以上要するに本論文は、SGTの電子移動度を理論的に研究しSGTの実用化のた
 めの幾つかの重要な知見を得たもので、半導体電子工学の発展に寄与するところ
 が少なくない。
 よって、本論文は博士(工学)の学位論文として合格と認める。
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